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研究背景と目的

結論 参考文献

結果と考察

ルブレン単結晶上の有機鉛ペロブスカイト結晶成長

ペロブスカイト太陽電池は変換効率
の向上が著しいことから研究が盛ん
に行われている。有機鉛ペロブスカイ
トの結晶成長を制御することは基礎
研究およびデバイス応用の両観点か
ら重要な研究課題である。

本研究では単結晶有機半導体上へ
有機鉛ペロブスカイトCH3NH3PbI3を

ヘテロエピタキシャル成長させること
を試みた。
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 ルブレン単結晶上の有機鉛ペロブスカイト
結晶のエピタキシャル成長を確認した

 ルブレン単結晶上でミクロンスケールの結
晶粒で平坦性の高い有機鉛ペロブスカイ
ト結晶成長を観察した
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IRレーザー蒸着法[2]

・原子間力顕微鏡（AFM：Atomic Force Microscope）
→ CH3NH3PbI3の表面モルフォロジーを評価

・斜入射X線回折（GIXD：Grazing Incident X-ray Diffraction）
Φスキャン測定

試料を360°回転させながら回折X線を2次元検出器で検出
→3次元逆格子マッピングへ変換

• CH3NH3PbI3の格子定数に相当するステップを確認した
• 膜厚のヒストグラムから0.6 nm毎に山になっており層状

に成長している
• ミクロンスケールで平坦性の高いCH3NH3PbI3結晶粒を

観察した
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１．試料作製手順
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２．評価方法

特定の方向にCH3NH3PbI3の回折が
見られた

・表面モルフォロジー

課題であったCH3NH3Iのガス化を抑制
→ 成長速度の制御を実現

有機鉛ペロブスカイト ヘテロエピタキシャル成長

結晶基板の表面規則性に沿って基板とは異
なる材料を結晶成長させる手法

ルブレン単結晶上のC60 [1]

試料構造

ルブレン(C42H28)

① 気層成長法によりルブレン単結晶を作製
② PEDOT:PSSを塗布したガラス基板上に

ルブレン単結晶を静置
③ 基板を真空チャンバー内に搬送し、IR

レーザー蒸着法[2]によりCH3NH3PbI3を
共蒸着

有機半導体中で
最もホール移動度
が高い

・面内逆格子マッピング
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ミクロンスケールの
結晶粒
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断面像

膜厚：20 nm 基板温度：25℃
蒸着速度：CH3NH3I = 0.9Å/s, PbI2 = 1.3Å/s

膜厚：20 nm 基板温度：25℃
蒸着速度：CH3NH3I = 0.03Å/s, PbI2 = 0.06Å/s

ルブレン単結晶上においてCH3NH3PbI3が
エピタキシャル成長している

Wavelength = 1 Å
@ Spring-8, BL46XU

PILATUS300K
(2D detector)
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